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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年11月21日(2013.11.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのトランジスタを基板上に形成する方法であって：
　基板上に、少なくとも１層の半導体材料を堆積させる工程であって、基板が：
　　ａ）層の４０～９５重量パーセントの量のポリイミドであって：
　　　ｉ）少なくとも１種の芳香族二無水物であって、その少なくとも８５モルパーセン
トが、３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）、ピロメ
リト酸二無水物（ＰＭＤＡ）、およびこれらの混合物からなる群から選択される剛直性（
rigid）ロッド型（rod type）二無水物である芳香族二無水物、および
　　　ｉｉ）少なくとも１種の芳香族ジアミンであって、その少なくとも８５モルパーセ
ントが、１，４－ジアミノベンゼン（ＰＰＤ）、４，４’－ジアミノビフェニル、２，２
’－ビス（トリフルオロメチル）ベンジデン（ＴＦＭＢ）、１，５－ナフタレンジアミン
、１，４－ナフタレンジアミン、およびこれらの混合物から選択される剛直性（rigid）
ロッド型（rod type）ジアミンである芳香族ジアミン
　　に由来するポリイミド；ならびに
　　ｂ）充填材であって：
　　　ａ）少なくとも一方向の寸法が８００ナノメートル未満であり；
　　　ｂ）３：１を超えるアスペクト比を有し；
　　　ｃ）すべての寸法がフィルムの厚さ未満であり；および
　　　ｄ）フィルムの総重量の５～６０重量パーセントの量で存在する
　　充填材
　を含む工程を含み、
　支持体が８～１５０ミクロンの厚さを有する方法であり、
　前記半導体材料が前記基板上に堆積される前に、不活性化層が前記基板上に堆積される
方法。
【請求項２】
　前記不活性化層が、二酸化シリコンまたは窒化アルミニウムを含む、請求項１に記載の
方法。
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【請求項３】
　前記不活性化層が、前記基板の両面に堆積される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　５０ナノメートル未満の厚さを有する金属層が、基板上の、前記半導体材料と同じ側に
、前記半導体材料の堆積よりも前に堆積される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記金属層が、連続フィルムとして堆積されると共に、その後、前記半導体材料のその
上への堆積の前にパターン化される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　誘電体材料の層が、前記半導体材料の堆積の前に前記金属層上に堆積される、請求項５
に記載の方法。
【請求項７】
　前記半導体材料が非晶質シリコンを含み、前記半導体材料は、非晶質シリコン上に堆積
されたｎ型シリコンの層をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ｎ型シリコンの連続層が非晶質シリコン上に堆積され、金属のパターン化層がその後ｎ
型シリコン上に形成され、および、得られた構造がその後エッチされて、前記金属のパタ
ーン化層によって被覆されていないｎ型シリコンの一部が除去される、請求項７に記載の
方法。
【請求項９】
　前記半導体材料の堆積が前記基板の連続ウェブで実施される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記充填材が針状の二酸化チタンを含み、その少なくとも一部が酸化アルミニウムで被
覆されていると共に、前記半導体材料が非晶質シリコンを含む、請求項１に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９８】
　量、濃度、または、他の値あるいはパラメータが、範囲、好ましい範囲または上方値お
よび下方値の列挙のいずれかとして与えられている場合、これは、範囲が個別に開示され
ているかどうかに関わらず、いずれかの上限の範囲または好ましい上方値、および、いず
れかの下限の範囲または好ましい下方値のいずれかの対から形成されるすべての範囲を明
示的に開示しているとして理解されるべきである。数値の範囲が本明細書において言及さ
れている場合、他に明記されていない限りにおいて、この範囲は、その端点、ならびにそ
の範囲内のすべての整数および分数を含むことが意図される。本発明の範囲が、範囲が定
義されるときに言及された特定の値に限定されることは意図されていない。
　以下に、本発明の好ましい態様を示す。
［１］　少なくとも１つのトランジスタを基板上に形成する方法であって：
　基板上に、少なくとも１層の半導体材料を堆積させる工程であって、基板が：
　　ａ）層の４０～９５重量パーセントの量のポリイミドであって：
　　　ｉ）少なくとも１種の芳香族二無水物であって、その少なくとも８５モルパーセン
トが剛直性（rigid）ロッド型（rod type）二無水物である芳香族二無水物、および
　　　ｉｉ）少なくとも１種の芳香族ジアミンであって、その少なくとも８５モルパーセ
ントが剛直性（rigid）ロッド型（rod type）ジアミンである芳香族ジアミン
　　に由来するポリイミド；ならびに
　　ｂ）充填材であって：
　　　ａ）少なくとも一方向の寸法が８００ナノメートル未満であり；
　　　ｂ）３：１を超えるアスペクト比を有し；
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　　　ｃ）すべての寸法がフィルムの厚さ未満であり；および
　　　ｄ）フィルムの総重量の５～６０重量パーセントの量で存在する
　　充填材
　を含む工程を含み、
　支持体が８～１５０ミクロンの厚さを有する方法であり、
　前記半導体材料が前記基板上に堆積される前に、不活性化層が前記基板上に堆積される
方法。
［２］　前記不活性化層が、二酸化シリコンまたは窒化アルミニウムを含む、［１］に記
載の方法。
［３］　前記不活性化層が、前記基板の両面に堆積される、［１］に記載の方法。
［４］　５０ナノメートル未満の厚さを有する金属層が、基板上の、前記半導体材料と同
じ側に、前記半導体材料の堆積よりも前に堆積される、［１］に記載の方法。
［５］　前記金属層が、連続フィルムとして堆積されると共に、その後、前記半導体材料
のその上への堆積の前にパターン化される、［１］に記載の方法。
［６］　誘電体材料の層が、前記半導体材料の堆積の前に前記金属層上に堆積される、［
５］に記載の方法。
［７］　前記半導体材料が非晶質シリコンを含み、前記半導体材料は、非晶質シリコン上
に堆積されたｎ型シリコンの層をさらに含む、［１］に記載の方法。
［８］　ｎ型シリコンの連続層が非晶質シリコン上に堆積され、金属のパターン化層がそ
の後ｎ型シリコン上に形成され、および、得られた構造がその後エッチされて、前記金属
のパターン化層によって被覆されていないｎ型シリコンの一部が除去される、［７］に記
載の方法。
［９］　前記半導体材料の堆積が前記基板の連続ウェブで実施される、［１］に記載の方
法。
［１０］　前記充填材が小板、針様または繊維状であると共に、前記半導体材料が非晶質
シリコンである、［１］に記載の方法。
［１１］　前記充填材が酸素と、アルミニウム、シリコン、チタン、マグネシウムおよび
これらの組み合わせからなる群の少なくとも１種の構成要素とを含む、［１］に記載の方
法。
［１２］　前記充填材が針状の二酸化チタンを含み、その少なくとも一部が酸化アルミニ
ウムで被覆されていると共に、前記半導体材料が非晶質シリコンを含む、［１］に記載の
方法。
［１３］　　ａ）剛直性二無水物が、３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸
二無水物（ＢＰＤＡ）、ピロメリト酸二無水物（ＰＭＤＡ）、およびこれらの混合物から
なる群から選択され；
　　ならびに
　　ｂ）剛直性ジアミンが、１，４－ジアミノベンゼン（ＰＰＤ）、４，４’－ジアミノ
ビフェニル、２，２’－ビス（トリフルオロメチル）ベンジデン（ＴＦＭＢ）、１，５－
ナフタレンジアミン、１，４－ナフタレンジアミン、およびこれらの混合物から選択され
る、
［１］に記載の方法。
［１４］　ジアミンの少なくとも２５モルパーセントが１，５－ナフタレンジアミンであ
る、［１］に記載の方法。
［１５］　前記フィルムが、熱的に安定な無機物：布、紙、シート、スクリムまたはこれ
らの組み合わせで強化されている、［１］に記載の方法。
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